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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月9日(2014.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣとＮとを含む混合ガスをプラズマ化してＣＮ活性種を生成し、生成した前記ＣＮ活性
種により半導体基体の表面を処理する
プラズマ処理方法。
【請求項２】
　前記半導体基体の表面の半導体層を前記ＣＮ活性種によりパッシベートする請求項１に
記載のプラズマ処理方法。
【請求項３】
　ＣＨＦ３、ＣＨ２Ｆ２、Ｃ４Ｆ８、Ｃ５Ｆ８、ＣＯ、Ｃ２Ｈ５ＯＨ及びＣＨ３ＯＨから
選ばれる少なくとも１種類以上を含む前記混合ガスを用いる請求項１又は２に記載のプラ
ズマ処理方法。
【請求項４】
　半導体基体に加えるバイアスパワーが０Ｗ以上５０Ｗ以下である請求項１から３のいず
れかに記載のプラズマ処理方法。
【請求項５】
　前記プラズマ化する際のトップパワーが１０００Ｗ以上２０００Ｗ以下である請求項１
から４のいずれかに記載のプラズマ処理方法。
【請求項６】
　前記ＣＮ活性種により前記半導体基体を処理した後、前記半導体基体上に堆積したポリ
マー層を薬液により除去する請求項１から５のいずれかに記載のプラズマ処理方法。
【請求項７】
　ＣとＮとを含む混合ガスをプラズマ化してＣＮ活性種を生成し、生成した前記ＣＮ活性
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種により半導体基体の表面を処理するプラズマ処理工程と、
　前記半導体基体に半導体素子を形成する工程と、を有する
　半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　ＣとＮとを含む混合ガスをプラズマ化し、生成したＣＮ活性種により半導体基体の表面
を処理するプラズマ処理部を備える
　プラズマ処理装置。
【請求項９】
　前記プラズマ処理部は、前記ＣＮ活性種を生成するプラズマ処理条件のレシピを含むソ
フトウェアを備える請求項８に記載のプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　前記プラズマ処理部は、ＣＮガスの除害装置を備える請求項８又は９に記載のプラズマ
処理装置。


	header
	written-amendment

